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たもので，本文 5 章と謝辞より構成されているo 以下各章の概要を記す。
第 1 章では，本研究の背景について述べた後， ソフトエラー現象の位置付けと重要性，およびイオンマイクロプロー
プを用いたソフトエラー耐性構造評価への適用について述べる。最後に，本論文全体の構成につ小て述べる。












第 5 章では，第 2 章から第 4 章までの研究成果を総括し，本研究で得られた主要な結論についてまとめている。
論文審査の結果の要旨














以上の研究成果は，次世代 DRAM の開発研究において， ソフトエラーに対する信頼性の高い素子を開発するため
の問題点を解決するものであり，半導体工学の発展に貢献するだけでなく，実用面においても大きな意義を持つもの
であり，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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